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PLD法によるアンチペロブスカイト型酸化物 Ca3SnO薄膜の作製 
Growth of antiperovskite-type oxide Ca3SnO thin film by pulsed laser deposition 
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1   はじめに 
近年、アンチペロブスカイト型酸化物 A3BO（A = 

Ca, Sr, Ba, B = Pb, Sn）における Diracコーンの存在
が理論計算により予言され、新たな Dirac 電子系の
候補物質として注目されている[1]。A3BOが Dirac電
子系であることを実証するためには、角度分解光電

子分光測定（ARPES測定）による電子状態評価が必
要不可欠である。そのため、清浄かつ高品質なエピ

タキシャル薄膜表面が必要となるが、これまで

A3BO 薄膜の報告例は非常に少ない[2,3]。そこで本
研究では、A3BO薄膜の１つである Ca3SnO薄膜の作
製条件最適化を行ったので、その結果について報告

する。 
 

2   実験 
Ca3SnO 薄膜はパルスレーザー堆積法によりイッ

トリア安定化ジルコニア（YSZ）(001)基板上により
作製した。作製中の基板温度、酸素分圧、およびレ

ーザーアブレーション条件をパラメーターとして、

薄膜作製の最適化を行った。試料の結晶性を評価す

るため、KEK-PF BL-7C に独自に設置した RIGAKU 
Smart Lab.を用いて、放射光 X 線回折測定（XRD）
を行った。作製した試料の X線回折測定では、表面
保護層として金を蒸着した。 

 
3   結果および考察 
図１に、基板温度 700 ºC、酸素分圧 1´10-7 Torrの

雰囲気下で作製した試料の高速電子線回折

（RHEED）パターンを示す。平坦な試料表面を反
映するストリークパターンが得られていることが見

てとれる。次に、作製した試料の結晶性およびエピ

タキシャル関係を調べるために行った XRD の測定
結果を図２に示す。2q = 37.4º 付近に Ca3SnO薄膜由
来の明瞭なピークが観測されるが、32.2º 付近に

Ca2SnO4 と考えられる異相がわずかに含まれている

（図２(a)）。一方fスキャン（図２(b)）では、薄
膜・YSZ 基板共に４回対称の{202}回折ピークが観
測され、同じ角度に現れていることから、基板に対

して cube-on-cube でエピタキシャル成長しているこ
とがわかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4  まとめと今後の展望 
	 以上の結果より、製膜条件の最適化によって YSZ
基板上に Ca3SnO 薄膜の成長が可能であることが明
らかとなった。しかしながら、本質的な電子状態評

価の妨げとなる不純物が存在しているため、さらな

る条件最適化が必要である。今後は、放射光光電子

分光を用いた表面化学状態評価・組成評価を行うこ

とにより、ARPES測定に必要な品質の清浄単結晶表
面が得られる試料成長条件を探索していく。 
 

 
図１ 最適条件下で作製した

Ca3SnO 薄膜の RHEED パターン 
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図２ 作製した試料の XRD パターン (a) 2q-qスキャン、および (b) (202)回折におけるfスキャン測定結果 


